Transistoren Tpanaucropsl

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
KpemHuessie nonessie TpaHsncTopsl MOI (oBoralaroLumi TMN C p-KaHanom)

Typ Grenzdaten bei #, = 25°C Informationsdaten bei &, = 25" C
Tun MNpepentHsle 3HaYeHKA NPH MucdopmaumoHHsie gaHHsie Npu
Ptnl U'—.:S UGS U|'.-G U,:a — |l: — ]D Yz] bei —UT bei CQ. 5 RL-.g
OB Use ° ¢ lorm® npu npu
—Ups — I
mw V A v V mA mA ms§ VvV V A pF Q
SMY 50 225 —31/+03 —31/+03 +31 —15/+03 25 10 2 10 3.6 10 <12 150
SMY 517) 240 —31/+03 —31/+03 *+31 0 20 12 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 52 300 —31/+03 —31/+03 +31 —15/+03 60 50 12,5 10 3i4.6 10 <38 35
120*
SMY 607) 240 —25/+03 —25/+03 £25 —15/+03 20 >2.8 10 <10
{
U 105 D?) 400 -—31/+03 —31/403 =31 0] 25 >3 2 s 10 <12 150

) [leOiHOK TpaH3McTOpR
?) LectHrpaTHeIH TpaHamcTop (MHTerpansHas cxema MOI)
‘) DeoiiHoi TpaHzHcTop 663 3aLMTHBIX AMOAOR M OTENEHBIM

) Doppeltransistor
?2) 6-tach-Transistor (MOS-Schaltkreis)
%) Daoppeltransistor ohne Gateschutzdieden, getrennter Substrat-

anschluf BLIBOGOM 4715 NOAMOMKH.
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